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Для увеличения разрешающей способности рентгенографических пле-

нок их используют совместно с усиливающими экранами, которые выбира-

ются в зависимости от просвечиваемого объекта: металлические, флюорес-

центные, флюорометаллические. 
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Целью работы является изучение технологий формирования светоизлу-

чающих диодов на основе наноструктурированного кремния, рассмотрение 

областей применения данной технологии. В данной работе мной был про-

изведен анализ литературы по наноструктурированному пористому крем-

нию, а также обсуждения практических применений светодиодов на основе 

наноструктурированного пористого кремния. 

Полупроводниковый светодиод представляет собой излучающий полу-

проводниковый прибор с одним или несколькими p-n–переходами. 

При прохождении через него прямого тока в нем осуществляется преобра-

зование электрической энергии в энергию некогерентного светового излу-

чения. Принцип работы светодиода основывается на люминесценции избы-

точных носителей заряда, инжектируемых в его активную область вслед-

ствие рекомбинации. Для светодиодов характерны различные механизмы 

рекомбинации в зависимости от типа полупроводников: 

– в прямозонных полупроводниках: межзонная рекомбинация свобод-

ных электронов и дырок; 

– в непрямозонных полупроводниках: рекомбинация электронов и дырок

в составе экситонов, связанных с примесными изоэлектронными центрами. 

Существуют светодиоды переменного цвета свечения с двумя светоиз-

лучающими переходами, один из которых имеет максимум спектральной 

характеристики в красной части спектра, а другой – в зеленой. Цвет свече-

ния такого диода зависит от соотношения токов через переходы [1]. Моно-

кристаллический кремний не получил широкого распространения в опто-

электронике, но удалось обнаружить эффективное излучения света в види-

мом диапозоне из наноструктурированного кремния [2]. 
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В ходе данной работы рассмотрен технологический процесс получения 

светоизлучающих диодов на основе наноструктурированного кремния, про-

изведен выбор оборудования, необходимого для его проведения.  
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Целью данной работы является изучение технологии формирования фо-

токаталитически активных покрытий для систем очистки воды, фотоката-

лиза, фотокатализаторов на основе оксидных полупроводников, области 

применения этой технологии. В работе проведен литературный обзор в об-

ласти фотокатализа. Более подробно изучено использование ZnO и TiO2 в 

качестве фотокатализаторов. 

Фотокатализ определяют как «изменение скорости или возбуждение хи-

мических реакций под действием света в присутствии веществ (фотоката-

лизаторов), которые поглощают кванты света и участвуют в химических 

превращениях участников реакции [1]. 

Для достижения данных целей может быть использован метод магне-

тронного реактивного распыления. Этот метод имеет следующие преиму-

щества: высокая скорость осаждения, высокая адгезия покрытия, высокая 

чистота химического состава наносимых покрытий и другие.  

Схема установки магнетронного распылителя изображена на рис.

Рис. Схема системы магнетронного распылителя 


